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【背景】 

 α-Ga2O3は、パワーデバイスへの応用が期待されている新しい半導体材料である。この−Ga2O3

において、c 面と m 面では電気特性が異なることが報告されている[1]。一方、第一原理計算では異

方性が否定されており[2]、実験との相違の原因は、現実の結晶内に存在する結晶欠陥であると推測

される。本発表では、Sn をドーピングした c 面および m 面 α-Ga2O3の電気特性の面内異方性を評

価した結果を報告する。 

【使用試料・実験方法】 

 10 mm 角の c 面、m 面サファイア基板上に、ミスト CVD 法[3]によ

り α-Ga2O3薄膜を成長した試料を使用した。ドーパントは Sn を用い

ている。電気特性測定方法は、Aligned Pauw 法[4]と５電極法[5]を用い

た。Fig. 1 に電極配置を示す。Aligned Pauw 法では電極配置によるジ

オメトリーが存在する。このジオメトリーを補償するために有限要

素法による計算を行い、その値で補正した。c 面 α-Ga2O3 は Sn 濃度

1019 cm-3の 1 水準、m 面 α-Ga2O3は 1019 cm-3までの 7 水準である。 

【測定結果】 

 c 面では等方性が確認された一方、m 面では異方性が

確認されたため、Sn 濃度を変化させた試料を測定し、異

方性の評価を行った。濃度別サンプルにおける抵抗値の

角度依存性を、Sn 濃度をパラメータとして Fig. 2 に示す。

Sn 濃度とともに電流の良く流れるパスが 90 度近辺、即

ち、a 軸と平行な方向へ集中していく。又、サンプルの x

軸(a 軸)と y 軸(c 軸)に平行な抵抗値の比 Ryy/Rxx を計算

し、抵抗率の異方性ρyy/ρxx(=A)を Simon[6]に従って求め

たものを Fig. 3 に示す。Sn 濃度が 2.5×1018 cm-3 を超え

ると異方性が強くなっていることがわかる。Sn 濃度とキ

ャリア密度の関係[7]では Sn 濃度が 2.5×1018 cm-3 程度で

キャリアが飽和している。一方、抵抗率の異方性は、Sn 濃

度に対して 2.5×1018 cm-3程度では飽和していない。2.5×

1018 cm-3 を越えても Sn が結晶内に取り込まれていること

を考えると、Sn 原子は活性化していようと活性化してい

まいと、同様に何らかの形で異方性に寄与していることを

示す。 
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Fig.1 Electrode configuration 

Fig.2 Angular dependence of resistance of -

Ga2O3 with different Sn concentration 

Fig. 3 Sn concentration dependence of 

anisotropy in resistivity of -Ga2O3 
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